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(57)摘要

本发明提供了一种用于半导体的曝光显影

方法，包括以下步骤：(1)将光致抗蚀剂均匀涂布

于半导体基材的表面上，形成光致抗蚀剂层；(2)

将步骤(1)处理后的半导体基材加热至光致抗蚀

剂层干燥凝固；(3)在不使用光掩模下，将半导体

基材置于第一光源下，进行全面预曝光，曝光剂

量为3.5-5mJ/cm2；(4)在使用光掩模下，将半导

体基材上的光致抗蚀剂层置于第二光源下，进行

主曝光；(5)对半导体基材上喷涂显影液进行显

影。本发明的方法在半导体基材的表面形成光致

抗蚀剂层后，通过加热干燥、不使用光掩模的预

曝光、使用光掩模的主曝光及其相应的参数设

置，使得本发明方法处理的半导体基材的显影缺

陷降低，提高了成品率。
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1.一种用于半导体的曝光显影方法，其特征在于，所述方法包括以下步骤：

(1)将光致抗蚀剂均匀涂布于半导体基材的表面上，形成光致抗蚀剂层；

(2)将步骤(1)处理后的半导体基材加热至光致抗蚀剂层干燥凝固，降至常温，所述加

热温度不高于165℃；

(3)在不使用光掩模下，将步骤(2)处理后的半导体基材上的光致抗蚀剂层置于第一光

源下，进行全面预曝光，曝光剂量为3.5-5mJ/cm2；

(4)在使用光掩模下，将步骤(3)处理后的半导体基材上的光致抗蚀剂层置于第二光源

下，进行主曝光，第二光源的波长与第一光源的波长不同；

(5)对步骤(4)处理后的半导体基材上的光致抗蚀剂层喷涂显影液进行显影。

2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述第一光源的波长为230-250nm。

3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，所述第一光源为KrF激光。

4.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述第二光源为ArF激光。

5.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述步骤(3)中，曝光剂量为4.0-4 .5mJ/

cm2。

6.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述步骤(2)中，加热温度为150℃-165℃。

7.根据权利要求6所述的方法，其特征在于，所述步骤(2)中，加热温度为155℃-160℃。
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一种用于半导体的曝光显影方法

技术领域

[0001] 本发明属于半导体加工技术领域，具体涉及一种用于半导体的曝光显影方法。

背景技术

[0002] 在微电子制造技术的光学光刻制造工艺中，通过将光敏材料涂布于硅晶片上干燥

后，使光源经由图案化的光掩模在晶片上曝光，再显影在硅晶片上形成光掩模的图案。传统

的工艺是通过缩短用于曝光的光线波长来细化图案，但随着科技进步，图案要求逐渐缩小，

以致仅仅通过减少曝光光线的波长已经很难满足要求。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于克服现有技术存在的不足之处而提供一种用于半导体的曝光

显影方法。

[0004] 为实现上述目的，本发明采取的技术方案为：一种用于半导体的曝光显影方法，所

述方法包括以下步骤：

[0005] (1)将光致抗蚀剂均匀涂布于半导体基材的表面上，形成光致抗蚀剂层；

[0006] (2)将步骤(1)处理后的半导体基材加热至光致抗蚀剂层干燥凝固，降至常温，所

述加热温度不高于165℃；

[0007] (3)在不使用光掩模下，将步骤(2)处理后的半导体基材上的光致抗蚀剂层置于第

一光源下，进行全面预曝光，曝光剂量为3.5-5mJ/cm2；

[0008] (4)在使用光掩模下，将步骤(3)处理后的半导体基材上的光致抗蚀剂层置于第二

光源下，进行主曝光，第二光源的波长与第一光源的波长不同；

[0009] (5)对步骤(4)处理后的半导体基材上的光致抗蚀剂层喷涂显影液进行显影。

[0010] 本发明的用于半导体的曝光显影方法在半导体基材的表面形成光致抗蚀剂层后，

通过加热干燥、不使用光掩模的预曝光、使用光掩模的主曝光及其相应的参数设置，使得本

发明方法处理的半导体基材的显影缺陷降低，提高了成品率。

[0011] 优选地，所述光致抗蚀剂为正性光致抗蚀剂或者负性光致抗蚀剂。

[0012] 优选地，所述第一光源的波长为230-250nm。

[0013] 优选地，所述第一光源为KrF激光。

[0014] 优选地，所述第二光源为ArF激光。

[0015] 优选地，所述步骤(3)中，曝光剂量为4.0-4.5mJ/cm2。

[0016] 发明人经过研究发现，本发明方法采用上述预曝光剂量参数后有利于提高成品

率。

[0017] 优选地，所述步骤(2)中，加热温度为150℃-165℃。

[0018] 更优选地，所述步骤(2)中，加热温度为155℃-160℃。

[0019] 发明人经过研究发现，本发明方法采用上述加热温度参数后有利于提高成品率。

[0020] 本发明的有益效果在于：本发明提供了一种用于半导体的曝光显影方法，本发明
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的用于半导体的曝光显影方法在半导体基材的表面形成光致抗蚀剂层后，通过加热干燥、

不使用光掩模的预曝光、使用光掩模的主曝光及其相应的参数设置，使得本发明方法处理

的半导体基材的显影缺陷降低，提高了成品率。

具体实施方式

[0021] 为更好的说明本发明的目的、技术方案和优点，下面将结合具体实施例对本发明

作进一步说明。

[0022] 实施例1

[0023] 作为本发明实施例的一种用于半导体的曝光显影方法，所述方法包括以下步骤：

[0024] (1)将光致抗蚀剂均匀涂布于半导体基材的表面上，形成光致抗蚀剂层；

[0025] (2)将步骤(1)处理后的半导体基材加热至155℃至光致抗蚀剂层干燥凝固后降至

常温；

[0026] (3)在不使用光掩模下，将步骤(2)处理后的半导体基材上的光致抗蚀剂层置于

KrF激光下，进行全面预曝光，曝光剂量为3.5mJ/cm2；

[0027] (4)在使用光掩模下，将步骤(3)处理后的半导体基材上的光致抗蚀剂层置于ArF

激光下，进行主曝光；

[0028] (5)对步骤(4)处理后的半导体基材上的光致抗蚀剂层均匀喷涂显影液进行显影，

然后喷洒纯水清洗。

[0029] 实施例2

[0030] 作为本发明实施例的一种用于半导体的曝光显影方法，所述方法包括以下步骤：

[0031] (1)将光致抗蚀剂均匀涂布于半导体基材的表面上，形成光致抗蚀剂层；

[0032] (2)将步骤(1)处理后的半导体基材加热至155℃至光致抗蚀剂层干燥凝固后降至

常温；

[0033] (3)在不使用光掩模下，将步骤(2)处理后的半导体基材上的光致抗蚀剂层置于

KrF激光下，进行全面预曝光，曝光剂量为4.0mJ/cm2；

[0034] (4)在使用光掩模下，将步骤(3)处理后的半导体基材上的光致抗蚀剂层置于ArF

激光下，进行主曝光；

[0035] (5)对步骤(4)处理后的半导体基材上的光致抗蚀剂层均匀喷涂显影液进行显影，

然后喷洒纯水清洗。

[0036] 实施例3

[0037] 作为本发明实施例的一种用于半导体的曝光显影方法，所述方法包括以下步骤：

[0038] (1)将光致抗蚀剂均匀涂布于半导体基材的表面上，形成光致抗蚀剂层；

[0039] (2)将步骤(1)处理后的半导体基材加热至155℃至光致抗蚀剂层干燥凝固后降至

常温；

[0040] (3)在不使用光掩模下，将步骤(2)处理后的半导体基材上的光致抗蚀剂层置于

KrF激光下，进行全面预曝光，曝光剂量为4.5mJ/cm2；

[0041] (4)在使用光掩模下，将步骤(3)处理后的半导体基材上的光致抗蚀剂层置于ArF

激光下，进行主曝光；

[0042] (5)对步骤(4)处理后的半导体基材上的光致抗蚀剂层均匀喷涂显影液进行显影，
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然后喷洒纯水清洗。

[0043] 实施例4

[0044] 作为本发明实施例的一种用于半导体的曝光显影方法，所述方法包括以下步骤：

[0045] (1)将光致抗蚀剂均匀涂布于半导体基材的表面上，形成光致抗蚀剂层；

[0046] (2)将步骤(1)处理后的半导体基材加热至155℃至光致抗蚀剂层干燥凝固后降至

常温；

[0047] (3)在不使用光掩模下，将步骤(2)处理后的半导体基材上的光致抗蚀剂层置于

KrF激光下，进行全面预曝光，曝光剂量为5.0mJ/cm2；

[0048] (4)在使用光掩模下，将步骤(3)处理后的半导体基材上的光致抗蚀剂层置于ArF

激光下，进行主曝光；

[0049] (5)对步骤(4)处理后的半导体基材上的光致抗蚀剂层均匀喷涂显影液进行显影，

然后喷洒纯水清洗。

[0050] 实施例5

[0051] 作为本发明实施例的一种用于半导体的曝光显影方法，所述方法包括以下步骤：

[0052] (1)将光致抗蚀剂均匀涂布于半导体基材的表面上，形成光致抗蚀剂层；

[0053] (2)将步骤(1)处理后的半导体基材加热至150℃至光致抗蚀剂层干燥凝固后降至

常温；

[0054] (3)在不使用光掩模下，将步骤(2)处理后的半导体基材上的光致抗蚀剂层置于

KrF激光下，进行全面预曝光，曝光剂量为4.5mJ/cm2；

[0055] (4)在使用光掩模下，将步骤(3)处理后的半导体基材上的光致抗蚀剂层置于ArF

激光下，进行主曝光；

[0056] (5)对步骤(4)处理后的半导体基材上的光致抗蚀剂层均匀喷涂显影液进行显影，

然后喷洒纯水清洗。

[0057] 实施例6

[0058] 作为本发明实施例的一种用于半导体的曝光显影方法，所述方法包括以下步骤：

[0059] (1)将光致抗蚀剂均匀涂布于半导体基材的表面上，形成光致抗蚀剂层；

[0060] (2)将步骤(1)处理后的半导体基材加热至160℃至光致抗蚀剂层干燥凝固后降至

常温；

[0061] (3)在不使用光掩模下，将步骤(2)处理后的半导体基材上的光致抗蚀剂层置于

KrF激光下，进行全面预曝光，曝光剂量为4.5mJ/cm2；

[0062] (4)在使用光掩模下，将步骤(3)处理后的半导体基材上的光致抗蚀剂层置于ArF

激光下，进行主曝光；

[0063] (5)对步骤(4)处理后的半导体基材上的光致抗蚀剂层均匀喷涂显影液进行显影，

然后喷洒纯水清洗。

[0064] 实施例7

[0065] 作为本发明实施例的一种用于半导体的曝光显影方法，所述方法包括以下步骤：

[0066] (1)将光致抗蚀剂均匀涂布于半导体基材的表面上，形成光致抗蚀剂层；

[0067] (2)将步骤(1)处理后的半导体基材加热至165℃至光致抗蚀剂层干燥凝固后降至

常温；
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[0068] (3)在不使用光掩模下，将步骤(2)处理后的半导体基材上的光致抗蚀剂层置于

KrF激光下，进行全面预曝光，曝光剂量为4.5mJ/cm2；

[0069] (4)在使用光掩模下，将步骤(3)处理后的半导体基材上的光致抗蚀剂层置于ArF

激光下，进行主曝光；

[0070] (5)对步骤(4)处理后的半导体基材上的光致抗蚀剂层均匀喷涂显影液进行显影，

然后喷洒纯水清洗。

[0071] 发明人通过对实施例1-实施例7的用于半导体的曝光显影方法应用使用后，经过

统计方法使用后的成品率发现：

[0072] (1)实施例1-实施例4的方法中，实施例2和实施例3得到的产品的成品率相对于实

施例1、实施例4较高；

[0073] (2)实施例3、实施例5-实施例7的方法中，实施例3和实施例6得到的产品的成品率

相对于实施例5、实施例7较高。

[0074] 最后所应当说明的是，以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对本发明保

护范围的限制，尽管参照较佳实施例对本发明作了详细说明，本领域的普通技术人员应当

理解，可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换，而不脱离本发明技术方案的实质

和范围。
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